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(54) Zpasob nanaeni ochranné a izola&ni vrstvy na podloZky z aAlllgV latek

Nand3en{ a testovdnf a poimplanta&niho
¥{hdn{ AIIIBV 14tek p¥i testovén{ materii-
lu a p¥i p¥ipravé vyroby integrovanych
obvodi, Podstata YeZen{ spodivd v tom, Ze
nanésen{ ochranné a izola&ni{ vrstvy na bé&-
zi nitridu, p¥fpadnd kyslidnfku k¥emiku
nebo hlinfku, 'nebo jejich kombinac{ che~
mickymi reakcemi, nebo termdlnim rozkladem
na poloizola¥nf podlotky z ATIIBV 14tek,

a %{hdn{ poloizolaZnich podloZek z AIIIBV |
l4tek a poloizola¥nich podlofek z AIIIBV
14kek s implantovanymi vrstvami se provdd{

v jednom %{hacim zaffzen{ v prib&hu jednoho
pracovntho cyklu, pfiZemf nandSenf ochran=
né a izoladni vrstvy se zahajuje ji¥ v nd-
b&hu £fhdnf pfed dosaZenim teploty 873 K.
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Vyndlez se tykd zpisobu nandenf ochranné a izola&nf vrstvy na podloZky z AIIIBV l4tek

s pouZit{m poimplanta&nfho nebo testovacfho Z{hdni jednak poloizoladnich podloZek z AIIIBV
l4tek a d4le poloigoladnfch podloZfek z AIIIBV ldtek s implantovanymi vrstvami.

Jednim z ddle¥itych technologickych procest p¥i p¥{ipravé integrovanych obvodd na b&zi
galiumarsenidu nebo jingch AIIIBV ldtek je 2{hdnf. Pou¥{vd se p¥i temperovdnf{, testovdni
tepelné odolnosti a k aktivaci iontd implantovanych do poloizola&nfho galiumarsenidu.

Provdd{ se obvykle p¥i teplotdch v rozmez{ 1 023 a%Z 1 173 K. Zah¥{vdnfm galiumarsenidu
nad teplotu 873 K v3ak dochdzf k vypafovdni arsenu z povrchu podloZky, a ti{m ke zm&n& slofe-
ni a neZddouci zméné elektrickych parametri povrchové vrstvy. .

K zamezen{ rozkladu galiumarsenidu za zvySené teploty se pou¥ivd rada zplisobld, Mezi
neju&inn&js{ pat¥{ zpisob, pEi kterém se galiumarsenid poktryje tenkou, ¥idové 10! az 102
nanometrd tlustou ochrannou a izola¥n{ vrstvou kysli¥nfku k¥emiku, nitridu kfemfku nebo
kysliéntku hlinfku,

Tyto ochranné a izola&ni vrstvy se nandSej{ v samostatném technologickém cyklu ve spe-
cidlnfich, k tomu ddelu zkonstruovanych deposi¥nich za¥fzenich p¥i teplot& ni%5{ ne% 873 K,
a to termdlnim rozkladem napafovdnim nebo naprasovdnim p¥fslu¥nych slou¥enin.

V prib&hu dal¥ftho, zcela samostatného technologického cyklu se na jiném za¥fzenf pod-
lo%ka z galiumarsenidu, nebo poloizoladni podloZka s implantovanymi ionty %fh4 p¥i teploté
1'023 aZ 1 173 K v inertnf atmosféfe vodiku, argonu nebo dusfku po dobu Fddové 10t min.

Nevyhodou stévajickho zplisobu je skutednost, %e se jednotlivé operace, to je jednak
nand¥en{ ochranné a izola¥nf vrstvy a dfle %fhdn{ provddéji samostatnéd v nejménd dvou spe- -
cidlnich, pro tyto ddely zkonstruovanych za¥fzenfch - reaktorech, a Ze je Gasové i energe-
ticky pomérn& ndrodny.

Pfi stdvajicfm pracovnim zplsobu v nejmén& dvou cyklech dochiz{ také k vicendsobnému
tepelnému namdhdnf materiflu, p¥idem? zv143t& pfi nah¥fvdn{ podlo¥ky s izoladnf vrstvou
na teplotu %fhdn{ doch4z{ vzhledem k rozd{lnému koeficientu rozta¥nosti k pnutf, kterd miZe
mit za nédsledek poruSenf povrchové vrstvy poloizola&ni podloZky, nebo jejf implantované
&4stid,

Vy%e uvedené nedostatky odstrafiuje zptisob nandZenf ochranné a izoladni vrstvy na podloZ-

ky z AIIIBV ldtek, podle vyndlezu, s pouZitim poimplantaénfho nebo testovacfho %{hdnft jednak

poloizola&nich podloZek z AII;BV ldtek s implantovanymi vrstvami.

Podstata vyndlezu spodf{vd v tom, e nangSenf ochranné a izolaén{ vrstvy na bdzi nitri-
du, p¥{padn& kysli®nfku k¥emiku nebo hlinfku, nebo jejich kombinacf chemickymi reakcemi, nebo
termdlnim rozkladem na poloizolaént podloZky z AIIIBV ldtek a na implantované vrstvy na izo-

laénich podloZké4ch z AIIIBV ldtek a Zfhdnf poloizoladnich podloéék 4 AIIIBV l4tek a poloizo-

laénich podloZek z aTIIgV ldtek s implantovanymi vrstvami se provddi v jednom Zfhacim za¥{-
zen{ v prib&hu jednoho pracovntho cyklu, p¥ifemZ nandSenf{ ochranné a izoladnf vrstvy se

zahajuje ji% v prdb&hu ndbshu %fhinf{ pfed dosaZenfm teploty 873 K.

V¢hodou pracovntho zpiisobu podle vyndlezu je skutednost, ¥e podlozka z galiumarsenidu
je tepelné namfhdna pom&rné kratif dobu, ne# tomu bylo u dosavadnich zplsobl, a nirdst
izola&ni vrstvy probth4 ve stejném Zasovém prib&hu jako %fhinf.

ProtoZe teplota je pfi nand8enf izola¥n{ a ochrannd vrstvy vy88{ neZ 773 K, jsou vy-
sledné izolaln{ a ochranné vrstvy kompaktnéjs{, ne¥ byly ochranné a izoladnf vrstvy, vytvo-
vené za ni¥¥fch teplot.
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zpisob podle vyndlezu je rychly, snadno realizovatelny, soustavn& reprodukovatelny
a lze jej s vyhodou pouZfvat p¥i testovdn{ tepeiné odolnosti poloizolaénich podloZek z gali-
umarsenidu nebo jinych AIIIBv l4tek, ddle k testovdnf funkce implantovanych vrstev a také
p¥i vlastnim procesu vyroby integrovanych obvodd.

zpisob nand3enf{ ochranné a izoladn{ vrstvy na podloZky z atilgV l4tek podle vynilezu

bude ndsledovné blf%e popsdn ve dvou p¥ikladovych provedenich:
Pffklad 1
Zplsob testovdni tepelné odolnosti poloizola¥nich podloZek z galiumarsenidus

Povrchové upravend poloizola&ni podloZka z galiumarsenidu se zasune do drZdku umistdné-
ho v Zfhacim reaktoru. Reaktor se uzavfe a propldchne inertnim plynem a zadne vyhf¥ivat.

Jakmile teplota dosdhne 673 a% 723 K, vpust{ se do reaktoru smés silanu a kyslfiku,
pfidem# se teplota d4le zﬁyéuje a% na teplotu 1 123 K. P¥itom dochdzf k termflnfmu rozkladu
silanu a kyslfku, p¥i kterém nardstd na poloizola&nif podloZce z galiumarsenidu vrstva kys-
li¢nfku k¥emfku.

Jakmile tloudtka této vrstvy dosdhne 100 a% 150 nanometr, ndrlist izola¥n{ vrstvy se
zastavenim ddvkovdn{ silanu a kyslfku pFeru¥f, Poloizolain{ podlo¥ka z galiumarsenidu se po-
tom ddle Z{hd jen v inertn{ atmosfé¥e po dobu 30 min p¥i teplot& 1 123 K takzvanym Rockwellov-
skym testem.

Po ochlazen{ se podlo¥ka vyjme z reaktoru a ochrannd a izola¥ni vrstva se odleptd
a provede se m&fen{ elektrickych parametrd poloizoladnfho galiumarsenidu.

PE{klad 2

zpisob lokdln{ implantace implantovanych iontd a naniSenf{ ochranné a izoladn{ vrstvy
pEi vyrob& integrovanych obvodi:

Na povrchové upravené podloZce poloizoladnfho galiumarsenidu se postupné vytvo¥{ zng-
mou technologif poZadované motivy a provede se implantace iontd do lok&lné ohranidenych
oblast{, napf{klad do MESFE tranzistord, nafe% se po odstran¥n{ fotoresistu provede kon=-
troln{ mé¥en{ implantované ddvky.

Poloizoladnf podlo¥ky z galiumarsenidu s naimplantovanymi motivy se uloZf{ na drZdk
umist&ny v ¥fhacim reaktoru. Reaktor se uzavfe a postupem uvedenym v pifkladu 1 se provddf
Zf{hédnf, p¥i kterém nastdvd aktivace implantovanych iontd, pf¥i¥em# se na podloZku s implan-
tovanéu vrstvou soufasné nanese poZadovand tloulfka ochranné a izola¥ni vrstvy kyslidnfku
kfemfku, nitridu k¥emfku, nebo kysli¢nfku hlinitého.

Po ochlazen{ a vyjmut{ podloZky s implantovanou vrstvou z reaktoru se z podloZky

galiumarsenidu postupnym odstran&nim ochranné a izola¥nf vrstvy odhalf naimplantované &4sti,
na kterych se zhotovi zndmym zplsobem kontakty a Schottkyho piechody.
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PREDMET VYNALEZU

.

Zpisob nand$eni{ ochranné a izoladni vrstvy na podloZky z AIIIBV l4tek s pouzitim

poimplantadniho nebo testovaciho %#fhdnf{ jednak poloizola¥nich podloZek z AIIIBV l4tek, a d4-
le poloizoladénich podloZek z AIIIBV 14tek s implantovanymi vrstvami, vyznadeny tim, ¥e na-
ndSenf{ ochranné a izola&nf vrstvy na bdzi nitridu, p¥i{padné kysli¥niku k¥emfku nebo hlinf-
ku, nebo jejich kombinaci chemickymi reakcemi nebo termdlnfm rozkladem na poloizola&nf

podloZky z ATTIBY 14tek a na implantované vrstvy na izola¥nifich podloZkdch z altigV ldtek

a Zfhén{ poloizoladnfich podlo¥ek z AIIIBV ldtek a poloizoladnich podlo¥ek z AIIIBV 14tek
s implantovanymi vrstvami se provdd{ v jednom %fhacfm za¥fzen{ v prib&hu jednoho pracovnfho
cyklu, pfifem# nand3en{ ochranné a izola&ni vrstvy se zahajuje ji% v pribdhu nédb&hu ¥fh4ni

pfed dosaZenim teploty 873 K.

Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 Kés
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